S-81.3120 Tehoelektroniikan komponentit J. Niiranen 1(5
Tentti 10.3.2008, kello 13 ... 16, sali S1

Papereihin Tentissi sallitut apuvélineet
- sukunimi ja etunimet - kynit, kumit jne.
- opiskelijanumero - taskulaskin
- koulutusohjelma. - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

Selvitd lyhyesti (max. 2...4 lausetta + mahdollinen kuva), mitd seuraavilla termeilld tarkoitetaan
- FZ-menetelmi

- Darlington-transistori

- PT rakenne

- NTC-vastus

- lahivaikutus.

Esittele IGBT:n rakenne, toimintaperiaate ja ominaisuudet.

Selvitd, mitd vaikeuksia on puolijohdetehokomponenttien rinnankytkennéssi ja mitd menetelmié
on Kkéytettivissd niiden voittamiseen. Miten diodien sekd MOSFET- ja IGBT-transistorien

ominaisuudet vaikuttavat niiden toimintaan rinnankytkenn#ssd?

Eri#n laitteen hakkuriteholéhteen tehopuolijohteiden jadhdyttdmiseksi luonnollisella tuuletuk-
sella on aiottu muotoilla laitteen takaseini oheisen kuvan mukaiseksi rivoitukseksi (vain yhden
komponentin osuus esitetty). Kuinka suuri saa komponentin hévidteho korkeintaan olla, kun ta-
kaseinin sisdpinnan ldmpotila ei saa ylittdd 80 °C lampétilaa ulkolémpdtilan ollessa 50 °C? Kéy-
td kaavaa Ry, = 11,7 477 PI}O 3 jossa Ry, on lampdvastus, yksikko K/W, 4 on pinta-ala nelio-
desimetreissi ja Py hividteho watteina. Tehtidvéssd oletetaan, ettd laitteen sisélld ei ilma kierrd.

15 mm
Takaseinan

korkeus 60 mm

10 mm 5mm

45 mm

Kolmea tyristori/diodi -moduulia SKKH 42/16E (datalehti oheisena) kéytetddn allaolevasaa
kolmivaiheisessa tasasuuntaajasillassa. Mikd on moduulien yhteisen jidhdytyselementin
limpdvastuksen Risay Oltava, jotta silta kykenisi syottiméin 80 A tasavirran jéghdytysilman
lampétilan ollessa 65 “°C?
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ssembly instructions

Vaswm Vaaw, Vorv | ltrms = 75 A (maximum value for continuous operation)
vV \Y Itav = 40 A (sin. 180; T, = 85 °C)

900 800 SKKT 42/08E SKKT 42B08E SKKH 42/08E
1300 1200 SKKT 42/12E SKKT 42B12E SKKH 42/12E
1500 1400 SKKT 42/14E SKKT 42B14E SKKH 42/14E
1700 1600 SKKT 42/16E SKKT 42B16E SKKH 42/16E
1900 1800 SKKT 42/18E SKKT 42B18E SKKH 42/18E

Symbol | Conditions Values | Units
Itav sin. 180; T, = 85 (100) °C 40 (28) A
Io P3/180; T, =45°C; B2/B6 50/ 60 A

P3/180F; T, =35 °C; B2/ B6 85/110 A
lams P3/180F; T, =35 °C; W1 /W3 140%3+ 85 A
Itsm Ty= 25°C; 10 ms 1000 A

Ty= 125°C; 10 ms 850 A
2t Ty=25°C;8,3..10ms 5000 Azg

Ty= 125°C; 8,8 .. 10 ms 3600 Az
Vr Tyj= 25°C; Iy =200 A max. 1,95 vV
V1(T0) Tyj= 125 °6© 1 V
It ij = 125°C 4,5 mQ
lpp; Irp ij =25 OC; Vgrp = Vgerv: Vobp = Vorm max. 15 mA
tyd |Tyy= 25°C; lg=1A; dig/dt = 1 Alus 1 ys
tgr VD = 0,67 * Vprwm 2 us
(difdt)er | Tyj=125°C max. 150 Alus
(dv/dt)er | Tyj=125°C max. 1000 | V/us
tq Tui=r1267°€ 80 us
Iy Tyj= 25°C; typ./ max. 150/ 250 mA
I Tyj= 25 °C; Rg = 33 Q; typ. / max. 300/ 600 mA
VGT ij = 25°C;d.c. min. 3 Y
laT = 25°C;de: min. 150 mA
Veb Ty = 125°C; d.c. max. 0,25 \Y
lap Ty = 125°GC; d.t. max. 6 mA
Ring-c) cont.; per thyristor / per module 0,65/0,33 K/W
Rin(-c) sin. 180; per thyristor / per module 0,69/0,35 KW
Ring-c) rec. 120; per thyristor / per module 0,73/0,37 | K/W
Rinee-s) per thyristor / per module 0,2/0,1 K/W
T -40..+125| °C
Tstg -40..+125| °C
Visol a.c. 50 Hz; r.m.s.; 1s/1 min. 3600/ 3000 V-~
Ms - to heatsink 5+15 %" Nm
M to terminals 3+15% Nm
a 5*9,81 m/s2
m approx. 95 g
Case SKKT A 46

SKKT ...B A48

SKKH A 47
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Fig. 1L Power dissipation per thyristor vs. on-state
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Fig. 2L Power dissipation per module vs. rms current
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Fig. 3L Power dissipation of two modules vs. direct
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Fig. 1R Power dissipation per thyristor vs. amb v
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Fig. 2R Power dissipation per module vs. cas
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Fig. 3R Power dissipation of two modules
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This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. No warranty or guaranteé expre

implied is made regarding delivery, performance or suitability.
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